
パワーデバイス用結晶の評価 (Ⅳ) 

SiC 基板中の積層欠陥の透過電子顕微鏡による評価 

 Evaluation of stacking fault in SiC substrate by TEM 
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はじめに 我々は昇華法で製造した SiC基板中の積層欠陥を X 線トポグラフィ、フォトルミネ

ッセンス、ミラー電子顕微鏡等を用いて評価してきた。その結果、フォトルミネッセンスでは検

出できるが、X 線トポグラフィは検出できない積層欠陥が存在することが判明した[1]。今回、積

層欠陥の結晶構造を透過電子顕微鏡(TEM: Transmission Electron Microscope)により評価したので

結果を報告する。 

実験方法 評価には、4度オフの窒素ドープ 4H-SiC基板ウエハを用いた。透過 X 線トポグラフ

ィおよびフォトルミネッセンスで観察した。波長 420nmのフォトルミネッセンスでは検出できる

が、X 線トポグラフィでは検出できない領域を FIB で加工し、TEMで評価した。 

結果および考察 Fig.1 に X 線トポグラフィ、Fig.2 にフォトルミネッセンスによる同一領域の

観察結果を示す。積層欠陥は、フォトルミネッセンスでは検出できているが、X 線トポグラフィ

では検出されていない。この領域を TEMで評価した結果を Fig.3に示す。上下の 4H-SiC の間に 2

層の 6H-SiC が挿入されている。2 層の 6H-SiC が挿入された積層欠陥のため、上下の 4H-SiC の周

期性は崩れていない。従って、X線トポグラフィではコントラストが現れないことが判明した。 

結論 4H-SiC 中に 2 層の 6H-SiC が挿入され、X 線トポグラフィでは検出されない積層欠陥が

存在することが判明した。今後、X 線トポグラフィとフォトルミネッセンスの両方で検出可能な

積層欠陥の結晶構造を評価する。 
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Fig.1 X線トポグラフィによる観察結果 

Fig.2 フォトルミネッセンスによる観察結果 Fig.3 TEM解析結果 
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